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論文の内容の要旨

　本論文は，巫一V族化合物半導体エピタキシャル成長方法のひとつであるハライドVPE（Ha1ide　Vapor　Phase

Epitaxy：HVPE）を，GaAs基板上へのGaNの成長に応用した結果をまとめたものである。内容としては，厚膜

立方晶GaN申に含まれる六方晶GaNのX線回折による評価方法の確立，HVPEによるバッファー層，およびそ

の上への厚膜GaN成長条件の最適化，GaAs基板からのAsのautodopi㎎の成長及びホトルミネッセンスに対す

る影響について等について検討している。

　第2章で，それぞれのテーマについて，研究の現状と課題，研究の目的について述べた後，第3章で，GaAs

基板上に予めガスソース分子線エピタキシー（Gas　Source　Mo1ecu1ar　Bea皿Epitaxy：GSMBE）法でGaNを成長

し，その上にHVPE法でハイブリット成長を行う場合の，最適成長条件について述べている。しかし，結果的

にはGSMBEで成長されたGaN中に多くの六方晶GaNが含まれていた為，その上のGaNもほとんど六方晶GaN

であった。第4章では，立方晶GaN及び六方晶GaNの各格子面に対する理論的な回折X線の積分強度の計算を

行うことによって，今までPLやTEMで行われていた六方晶GaN混合割合をω法XRDによって正確に見積もる

ことが出来ることを明らかにしている。第5章では，（O01）GaAs基板上にHVPE法でバッファ層を成長させ，

その結晶性がその上に成長させる厚膜GaNの結晶性，表面状態に及ぼす影響について検討し，GaAs基板上に成

長させる場合，ブッファー層も単結晶である必要があることを述べている。また立方晶GaNを支配的に成長さ

せるためにはV／㎜比が低いことが必要であることを明らかにしている。

　第6章では，N源にターシャルブチルヒドラジン（tertia1y－buty1－hydrazine1tBHy）を用いた有機金属分子線

エピタキシー（Meta1orgaη1c　Mo1ecぬr　Beam　Epitaxy：MOMlBE）法で，結晶性の良好な立方晶GaNを成長し，

その上にHVPE法で厚いGaN層を成長するため，ハイブリット成長を行なった結果について示している。5μ㎜

の厚さで六方晶GaNの混合割合は10％以下であった。この厚さは通常GSMlBEやMOVPEで報告されている最大

厚さの約3倍である。しかし，GaAs基板裏面から，AsがGaN膜中にオートドーピングする事によって，フォ

トルミネッセンス（Photo1uminescence：PL）特性を劣化させる事が判った。これは基板の画面に成長すること

で解決した。また，Asがオートドーピングする事により，最適成長温度が変化した。更に，V族原料であるNH。

中に含まれる水分がキャリア濃度を増加させ，バンド端発光位置を短波長側にシフトさせ，半値幅（Ful1Width

at　Ha1fMaxi皿u醐：FWRM）を広げる事を見いだした。
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第7章はまとめの章である。

審査の結果の要旨

　ハライドVPE法は皿一V族化合物半導体の高純度，高速成長が可能なエピタキシャル成長法であるが，A1を

含んだ急峻なヘテロ界面の作成が出来ないため，最近はあまり使われていなかった。しかし，最近GaNの厚膜

成長法として見直されている。本論文はそのきっかけを作り，特に六方晶GaN混合割合のX線回折による評価

法を確立した点が，Asの影響を明らかにした点が高く評価出来る。

　よって，著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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